
Cache-Speicher 
 
Der Cache ist ein spezieller Puffer-Speicher, der zwischen dem Arbeitsspeicher und dem 
Prozessor liegt  ganze Befehls- und Datenblöcke werden in den Cache kopiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cache Technologie benutzt kleineren aber schnellen Speicher um Zugriffe auf langsamen 

Hauptspeicher zu beschleunigen 

 
• Cache hit  Daten im cache-Speicher 

Cache miss  Daten müssen aus Hauptspeicher geholt werden 

 
• Mehrere Cache Ebenen sind möglich (first and second level cache) 
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First-Level-Cache (L1): 
Schnellste Speicher, der im Prozessor eingebaut ist. Dort werden Befehle und Daten 
zwischengespeichert. Die Bedeutung des L1 Caches wächst mit der höheren 
Geschwindigkeit der CPU.  

 

Second-Level-Cache (L2): 
Eigentliche Cache, der außerhalb des Prozessors liegt. In ihm werden die Daten des 
Arbeitsspeichers(RAM) zwischengespeichert. 
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Third-Level-Cache (L3): 
Diese Art von Cache verwendet AMD bei seinem Prozessor K6-3. Er liegt außerhalb des 
Prozessors, und ist bis zu 2 MB groß.  

Write-Trough 
Das ist das Verfahren bei dem der Second-Level-Cache die Daten sofort in den 
Arbeitsspeicher schreibt. Die Steuerung für den Schreibvorgang wird vom Cache 
übernommen. Der Prozessor kann in dieser Zeit weiterarbeiten.  

Write-Back 
Das ist das Verfahren bei dem der Second-Level-Cache dem Prozessor mitteilt, das die 
Daten in den Arbeitsspeicher geschrieben sind.  

 
 
Flash memory, BIOS 
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Grundlagen dazu: EPROMS, EEPROMS 
 
Idee: Schaffe Reservoir von Ladungen  
"zwischen Gate und Kanal" 
 
Ladung "drin" -> Vth(1) 
Ladung "draußen" -> Vth(2) 
 

 



. 

FinFlash – Nonvolatile data storage beyond 16 Gbit 

FinFlash: Facing the serious scaling issues for the sub-50-
nm range of flash technologies, Infineon introduced novel 
Field Effect Transistors-based (FinFET) charge-trapping 
memory cells. These new memory transistors use a gate 
that surrounds a silicon ridge called a silicon "fin" (Si-fin) to 
improve the electrostatic control of the channel region. 

Using this architecture, Infineon has built memory transis-
tors with very short gate lengths down to 20 nm using fins 

about ~10 nm wide (see picture ) on Silicon on Insulator substra-
te. 

Nur 100 Elektro-
nen nötig, um ein 
Bit sicher für meh-
rere Jahre zu spei-
chern. 

Infineon rechnet mit 
einer weiteren Entwicklungszeit von wenigen Jahren. 



. 

PC-RAM      Phase-Change-Speicher 

 




